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リンドープボディを用いて、反転層チャネルダイヤモンド MOSFET を実現し、1010を超える高

いオンオフ比やノーマリーオフ特性を示した[1]。しかし、バルクの高いキャリア移動度を反映し

た高い電界効果移動度 μFEは得られていない。高い μFEを実現するためには、ドーピング濃度制御

やダイヤモンド半導体の表面構造制御が必要不可欠である[2]。近年、NV センタの研究開発が盛

んになり、低濃度窒素ドーピング技術や平坦化を担うラテラル成長技術を始めとした窒素ドープ

ダイヤモンドの成膜技術が著しく向上してきた[3, 4]。 

本研究では、窒素ドープボディを用いた反転層チャネルダイヤモンド MOSFET の動作実証、お

よび、窒素不純物がデバイス特性に与える影響について調査することを目的に、MOSFET の電気

的特性評価とリンドープボディ MOSFET との比

較を行った。Fig.1 に作製した窒素ドープボディ

を用いた反転層チャネルダイヤモンド MOSFET

の (a)断面構造および (b)ID-VD 特性を示す。1.7 

mA/mm の最大 ID および 7 cm2/Vs の最大 μFE が得

られた。これらの値は、不純物濃度が一桁低いリ

ンドープボディの MOSFET と同等の特性であり

[1]、窒素ドープダイヤモンドの成長技術を確立す

ることでさらなる飛躍が期待できる。 
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Fig.1 (a) Cross-sectional structure and (b) 

ID-VD properties of the inversion channel 

diamond MOSFET with N-doped body 
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